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요약

본 발명은 박막트랜지스터를 갖는 액정표시소자에 관한 것으로서,

채널보호막(8)은 차광성의 금속막으로 이루어지는 게이트전극(4)의 평면사이즈보다도 한 단계 작아지고, 채널보호막

(8)하의 반도체박막의 막두께를 200 이상 400Å 미만으로 하며, 채널길이방향에 있어서의 게이트전극(4)의 에지와 

채널보호막(8)의 에지의 간격(A)을 0. 2∼1. 2㎛, 채널폭방향에 있어서의 게이트전극(4)의 에지와 채널보호막(8)의 

에지의 간격(B)을 1∼2㎛로 하면 박막트랜지스터(14)의 광조사에 의한 리크전류를 저감할 수 있는 것을 특징으로 한

다.

대표도

도 1

색인어

박막트랜지스터, 채널보호막, 게이트전극, 리크전류

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제 1 실시예를 나타내는 액정표시소자의 주요부의 확대평면도.

도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ선을 따르는 확대단면도.

도 3은 박막트랜지스터의 OFF전류와 A값의 관계를 나타내는 도면.

도 4는 박막트랜지스터의 OFF전류와 반도체박막의 막두께의 관계를 나타내는 도면.

도 5는 박막트랜지스터의 ON전류와 반도체박막의 막두께의 관계도.

도 6은 본 발명의 제 2 실시예를 나타내는 액정표시소자의 주요부의 확대평면도.

도 7은 도 6의 Ⅵ-Ⅵ선을 따르는 확대단면도.

도 8은 도 6 및 도 7에 나타내는 박막트랜지스터를 제조할 때의 최초의 제조공정을 설명하기 위한 확대단면도.

도 9는 도 8에 이어지는 제조공정을 설명하기 위한 확대단면도.

도 10은 도 9에 이어지는 제조공정을 설명하기 위한 확대단면도.

도 11은 도 10에 이어지는 제조공정을 설명하기 위한 확대단면도.

도 12는 도 11에 이어지는 제조공정을 설명하기 위한 확대단면도.

도 13은 종래의 액정표시소자의 일부의 확대평면도.

도 14는 도 13의 ⅩⅢ-ⅩⅢ선을 따르는 확대단면도이다.

※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1, 51: 하유리기판 2: 상유리기판

3: 액정 4, 54: 게이트전극

5, 55: 주사선 6, 56: 게이트절연막

7, 57: 반도체박막 8, 58: 채널보호막

11, 61: 드레인전극 12, 62: 신호선

13, 63: 소스전극 14, 64: 박막트랜지스터

17, 67: 화소전극 19, 69: 블랙마스크

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박막트랜지스터를 갖는 액정표시소자에 관한 것으로, 보다 상세하게는 리크전류를 저감할 수 있는, 차광성

재료로 이루어지는 게이트전극을 갖는 박막트랜지스터를 구비한 액티브형의 액정표시소자에 관한 것이다.

액정표시소자에는 스위칭소자로서 박막트랜지스터를 구비한 것이 있다. 도 13은 종래의 이와 같은 액정표시소자의 

일부의 확대평면도를 나타내고, 도 14는 도 13의 ⅩⅢ-ⅩⅢ선을 따르는 확대단면도를 나타낸 것이다. 이 액정표시소

자에서는 하유리기판(101)과 상유리기판(102)이 대략 사각형테두리상의 시일재(도시하지 않 음)를 통하여 서로 붙여

지고, 시일재의 내측에 있어서의 양 유리기판(101, 102)간에 액정(103)이 봉입되어 있다.

하유리기판(101)의 상면의 소정 장소에는 차광성의 금속재료로 이루어지는 게이트전극(104)을 포함하는 주사선(105

)이 설치되어 있다. 주사선(105)은 도 13에 있어서 좌우방향으로 연장되어 설치되어 있다. 게이트전극(104) 및 주사

선(105)을 포함하는 하유리기판(101)의 상면에는 질화실리콘 등으로 이루어지는 게이트절연막(106)이 설치되어 있

다. 게이트전극(104)에 대응하는 부분에 있어서의 게이트절연막(106)의 상면에는 진성 어몰퍼스실리콘으로 이루어

지는 반도체박막(107)이 설치되어 있다. 반도체박막(107)의 채널길이방향 대략 중앙부의 상면에는 질화실리콘 등으

로 이루어지는 채널보호막(108)이 설치되어 있다. 채널보호막(108)의 상면 양측 및 반도체박막(107)의 소스영역 및 

드레인영역의 상면에는 n형 어몰퍼스실리콘으로 이루어지는 오믹콘택트층(109, 110)이 설치되어 있다.

한쪽의 오믹콘택트층(109)의 상면 및 게이트절연막(106)의 상면의 소정 장소에는 차광성의 금속재료로 이루어지는 

드레인전극(111)을 포함하는 신호선(112)이 설치되어 있다. 신호선(112)은 도 13에 있어서 상하방향으로 연장되어 

설치되어 있다. 다른쪽의 오믹콘택트층(110)의 상면에는 차광성의 금속재료로 이루어지는 소스전극(113)이 설치되

어 있다. 그리고 게이트전극(104), 게이트절연막(106), 반도체박막(107), 채널보호막(108), 오믹콘택트층(109, 110),

드레인전극(111) 및 소스전극(113)에 의해 박막트랜지스터(114)가 구성되어 있다.

박막트랜지스터(114) 등을 포함하는 게이트절연막(106)의 상면에는 오버코트막(116)이 설치되어 있다. 오버코트막(

116)의 상면의 소정 장소에는 ITO 등의 투명한 금속재료로 이루어지는 화소전극(117)이 설치되어 있다. 화소전극(1

17)은 오버코트막(116)에 설치된 콘택트홀(118)을 통하여 소스전극(113)에 접속되어 있다. 한편 상유리기판(102)의

하면에는 산화크롬 등의 비교적 저반사율의 금속재료로 이루어지는 블랙마스크(119) 및 대향전극(120)이 설치되어 

있다. 블랙마스크(119)는 각 화소영역을 둘러싸는 직사각형상의 테두리형상을 갖고, 테두리부분이 도 13의 이점쇄선

으로 나타내는 바와 같이 게이트전극(104)을 포함하는 주사선(105) 및 드레인전극(111)을 포함하는 신호선(112)상

에 대향하여 형성되어 있다. 통상 하유리기판(101)상에 형성된 오버코트막(116)상 및 화소전극(117)상에는 제 1 배

향막이 형성되고, 상유리기판(102)상에 형성된 대향전극(120)상에는 제 2 배향막이 형성되어 있는데, 도 13 및 도 1
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4에서는 도시를 생략하고 있다.

여기에서 게이트전극(104)과 채널보호막(108)의 관계에 대하여 설명한다. 채널보호막(108)은 게이트전극(104)을 마

스크로 한 이면측으로부터의 노광(이면노광) 및 도시하지 않는 마스크를 표면측에 배치한 표면으로부터의 노광(표면

노광)을 하고, 현상하여 형성된 포토레지스트를 마스크로 한 포토리소그래피에 의해 형성된다. 이 경우 게이트전극(1

04)을 마스크로 한 이면노광에 있어서는, 빛이 게이트전극(104) 및 주사선(105)의 틀부로부터 내측으로 돌아들어오

기 위해 포토레지스트는 게이트전극(104)의 평면사이즈보다 한 단계 작은 평면사이즈로 형성된다. 도 13에 있어서, 

통상 A값(게이트전극(104)의 채널길이방향의 에지(프런트에지)와 채널보호 막(108)의 채널길이방향의 에지(프런트

에지)의 간격) 및 B값(게이트전극(104)의 채널폭방향의 에지(사이드에지)와 채널보호막(108)의 채널폭방향의 에지(

사이드에지)의 간격)가 2∼3㎛ 정도로 되어 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데 종래의 이와 같은 액정표시소자에서는 투과형으로서 사용하는 경우 하유리기판(101)의 하면측에 배치된 백

라이트(도시하지 않음)로부터의 빛이 블랙마스크(119)에 의하여 반사되고, 이 반사광이 채널보호막(108)을 투과하여

반도체박막(107)에 조사됨으로써 리크전류가 증대하는 것이 알려져 있다. 한편 액정표시소자의 고개구율화나 고정세

화를 꾀하기 위해 게이트전극(104)을 포함하는 주사선(105) 및 드레인전극(111)을 포함하는 신호선(112) 등의 선폭

을 작게 할 필요가 있다. 그러나 A값 및 B값을 상기한 2∼3㎛로 하면 개구율이나 고정세화에 한계가 발생해 버린다. 

그러나 A값 및 B값을 작게 하면 그에 동반하여 리크전류가 증대하고, 박막트랜지스터(114)의 OFF특성이 악화하여 

표시품위에 악영향을 주어 버린다.

본 발명은 액정표시소자를 구동하는 박막트랜지스터의 광조사에 의한 리크전류를 저감하는 것으로, 본 발명에 따르

면, 이하 설명되는 구성으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시소자가 제공된다:

투명한 도전재료로 이루어지는 화소전극; 및

차광성의 도전성 재료로 이루어지고, 프런트에지, 리어에지 및 한쌍의 사이드에지를 갖는 게이트전극, 게이트절연막, 

반도체박막, 드레인전극 및 상기 반도체박막상에 형성된 상기 게이트전극보다 한 단계 작은 사이즈의 채널보호막을 

갖는 박막트랜지스터를 포함하고,

상기 반도체박막의 막두께가 200Å 이상 400Å 미만이고, 상기 화소전극은 상기 게이트전극의 프런트에지 및 사이

드에지의 한쪽과 인접하는 에지를 갖고, 상기 소스전극은 상기 게이트전극의 프런트에지를 넘어서 인출되어 상기 화

소전극에 접속되어 있으며, 상기 채널보호막은 상기 게이트전극의 프런트에지에 대향하는 프런트에지를 갖고, 상기 

게이트전극의 프런트에지와 상기 채널보호막의 프런트에지의 간격은 0. 2∼1. 2㎛이다.

발명의 구성 및 작용

＜제 1 실시예＞

도 1은 본 발명의 한 실시형태에 관련되는 액정표시소자의 주요부의 확대평면도를 나타내고, 도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ선

을 따르는 확대단면도를 나타낸 것이다. 이 액정표시소자는 하유리기판(1)과 상유리기판(2)이 대략 사각형테두리상

의 시일재(도시하지 않음)를 통하여 서로 붙여지고, 시일재의 내측에 있어서의 양 유리기판(1, 2)간에 액정(3)이 봉입

되어 있다.

하유리기판(1)의 상면의 소정 장소에는 차광성의 금속재료로 이루어지는 게이트전극(4)을 포함하는 주사선(5)이 설

치되어 있다. 주사선(5)은 도 1에 있어서 좌우방향으로 연장되어 설치되어 있다. 게이트전극(4) 및 주사선(5)을 포함

하는 하유리기판(1)의 상면에는 질화실리콘 등으로 이루어지는 게이트절연막(6)이 설치되어 있다. 게이트전극(4)에 

대응하는 부분에 있어서의 게이트절연막(6)의 상면에 는 진성 어몰퍼스실리콘으로 이루어지는 반도체박막(7)이 설치

되어 있다. 반도체박막(7)의 채널길이방향 대략 중앙부의 상면에는 질화실리콘 등으로 이루어지는 채널보호막(8)이 

설치되어 있다. 채널보호막(8)의 상면 양측 및 반도체박막(7)의 소스영역 및 드레인영역의 상면에는 n형 어몰퍼스실

리콘으로 이루어지는 오믹콘택트층(9, 10)이 설치되어 있다.

한쪽의 오믹콘택트층(9)의 상면 및 게이트절연막(6)의 상면의 소정 장소에는 차광성의 금속재료로 이루어지는 드레

인전극(11)을 포함하는 신호선(12)이 설치되어 있다. 신호선(12)은 도 1에 있어서 상하방향으로 연장되어 설치되어 

있다. 다른쪽의 오믹콘택트층(10)의 상면에는 차광성의 금속재료로 이루어지는 소스전극(13)이 설치되어 있다. 그리

고 게이트전극(4), 게이트절연막(6), 반도체박막(7), 채널보호막(8), 오믹콘택트층(9, 10), 드레인전극(11) 및 소스전

극(13)에 의해 박막트랜지스터(14)가 구성되어 있다.

박막트랜지스터(14) 등을 포함하는 게이트절연막(6)의 상면에는 오버코트막(16)이 설치되어 있다. 오버코트막(16)의

상면의 소정 장소에는 ITO 등의 투명한 금속재료로 이루어지는 화소전극(17)이 설치되어 있다. 화소전극(17)은 오버

코트막(16)에 설치된 콘택트홀(18)을 통하여 소스전극(13)에 접속되어 있다. 한편 상유리기판(2)의 하면에는 산화크

롬 등의 비교적 저반사율의 금속재료로 이루어지는 블랙마스크(19) 및 대향전극(20)이 설치되어 있다. 블랙마스크(1

9)는 각 화소영역을 둘러싸는 직사각형상의 테두리형상을 갖고, 테두리부분이 도 1의 이점쇄선으로 나타내는 바와 같

이 게이트전극(4)을 포함하는 주사선(5) 및 드레인전극(11)을 포함하는 신호선(12)상에 대향하여 형성되어 있다. 통

상 하유리기판(101)상에 형성된 오버코트막(16)상 및 화소전극(17)상에는 제 1 배향막이 형성되고, 상유리기판(2)상

에 형성된 대향전극(20)상에는 제 2 배향막이 형성되어 있는데, 도 1 및 도 2에서는 도시를 생략하고 있다.

채널보호막(8)은 게이트전극(4)을 마스크로 한 이면측으로부터의 노광(이면노광) 및 도시하지 않는 마스크를 표면측

에 배치한 표면으로부터의 노광(표면노광)을 하고, 현상하여 형성된 포토레지스트를 마스크로 한 포토리소그래피에 
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의해 형성된다. 이 경우 게이트전극(1)을 마스크로 한 이면노광에 있어서는, 빛이 게이트전극(1) 및 주사선(5)의 틀부

로부터 내측으로 돌아들어오기 위해 포토레지스트는 게이트전극(1)의 평면사이즈보다 한 단계 작은 평면사이즈로 형

성된다. 여기에서 게이트전극(4)의 채널길이방향의 에지와 채널보호막(8)의 채널길이방향의 에지의 간격을 A값(㎛)

으로 정의하고, 게이트전극(4)의 채널폭방향의 에지와 채널보호막(8)의 채널폭방향의 에지의 간격을 B값(㎛)으로 정

의한다.

그런데 이 액정표시소자를 투과형으로서 사용하여 하유리기판(1)의 하면측에 배치된 백라이트(도시하지 않음)의 휘

도를 변화시켜서 박막트랜지스터(14)의 OFF전류와 A값의 관계를 조사한 바, 도 3에 나타내는 결과가 얻어졌다. 다만

이 경우 반도체박막(7)의 막두께는 500Å으로 하고, B값은 1∼2㎛로 했다. 또 박막트랜지스터(14)의 OFF전류와 반

도체박막(7)의 막두께의 관계를 조사한 바, 도 4에 나타내는 결과가 얻어지고, 박막트랜지스터(14)의 ON전류와 반도

체박막(7)의 막두께의 관계를 조사한 바, 도 5에 나타내는 결과가 얻어졌다. 다만 이 경우 A값은 0. 2∼1. 2㎛로 하고,

B값은 1∼2㎛로 했다. 또 도 3의 경우도 포함하여 OFF전류는 드레인전압을 10V로 고정한 상태에서 게이트전압을 

－5V로 했을 때의 전류값이다. ON전류는 드레인전압을 10V로 고정한 상태에서 게이트전압을 ＋15V로 했을 때의 

전류값이다. 또한 도 3∼도 5에 있어서, 검은 원, 흰 원, 검은 삼각, 흰 삼각은 백라이트의 휘도를 0cd/m 2 , 1500cd/

m 2 , 3000cd/m 2 , 5400cd/m 2 로 한 경우이다. 또한 A값 및 B값은 이면노광의 광강도 및 조사시간으로 용이하게

제어할 수 있다.

그런데 도 3에 나타내는 바와 같이 반도체박막(7)의 막두께가 500Å이면 OFF전류(리크전류)는 A값이 작아질수록 

증가하고, 특히 A값이 1㎛ 이하인 경우에는 바람직하지 않다. 그래서 A값을 0. 2∼1. 2㎛로 하고, 반도체박막(7)의 

막두께를 변화시킨 바, 도 4에 나타내는 바와 같이 OFF전류는 반도체박막(7)의 막두께가 얇아질수록 감소하여 바람

직하다. 다만 도 5에 나타내는 바와 같이 ON전류도 반도체박막(7)의 막두께가 얇아질수록 감소하고, 이 경우 바람직

하지 않다. 그래서 이 양쪽을 고려하여 도 4에서 판단해서 반도체박막(7)의 막두께가 400Å 이상이면 OFF전류의 증

대에 동반하여 표시품위가 저하하고, 따라서 반도체박막(7)의 막두께는 400Å 미만이 바람직하다. 한편 도 5에서 판

단해서 반도체박막(7)의 막두께가 200Å 미만이면 ON전류의 저감에 동반하여 표시품위가 저하하고, 따라서 반도체

박막(7)의 막두께는 200Å 이상이 바람직하다.

이상의 결과 A값을 0. 2∼1. 2㎛, B값을 1∼2㎛로 비교적 작게 해도 반도체박막(7)의 막두께를 200 이상 400Å 미만

으로 비교적 얇게 하면 ON전류에 거의 영 향을 주지 않고 OFF전류(리크전류)를 저감할 수 있다. 또 도 4에서 판단해

서 반도체박막(7)의 막두께를 350Å 정도로 하면 OFF전류(리크전류)를 더한층 저감할 수 있는 것이라고 생각된다. 

따라서 반도체박막(7)의 막두께는 200∼350Å 정도인 것이 더한층 바람직하다. 또 채널보호막(8)을 형성할 때의 이

면노광의 정밀도는 0. 5㎛ 정도인 것에서 이것을 고려하면 A값은 0. 5∼1. 2㎛ 정도인 것이 더한층 바람직하다. 또한 

B값을 0. 2∼1. 2㎛ 정도로 하고, 바람직하게는 0. 5∼1. 2㎛ 정도로 해도 좋은 것은 물론이다.

그런데 상기 도 1 및 도 2에 나타내는 액정표시소자에서는 박막트랜지스터(14)의 드레인전극(11)을 신호선(12)으로

부터 행방향으로 돌출시키고 있기 때문에 소스전극(13)과 그 근처에 있어서의 드레인전극(11) 및 신호선(12)을 평면 

대략 L자상의 홈을 형성하여 분리하지 않으면 안되게 된다. 이 평면 대략 L자상의 홈을 형성하는 데는 드레인전극(11

)을 포함하는 신호선(12) 및 소스전극(13)상에 포토레지스트막을 형성하고, 이 포토레지스트막을 마스크로 하여 차광

성의 금속재료를 에칭함으로써 형성하는데, 포토레지스트막은 상당히 두껍기 때문에 에칭액이 해당 평면 대략 L자상

의 홈내에 체류하여 에칭의 진행이 저해되기 때문에 가공불량이 발생하고, 드레인전극(11)을 포함하는 주사선(12)과 

소스전극(13)이 쇼트하는 경향이 있다.

그래서 제 2 실시예로서 드레인전극(11)과 소스전극(13)의 단락을 방지하는 것이 가능한 액정표시소자를 나타낸다.

＜제 2 실시예＞

도 6은 본 발명의 제 2 실시예의 액정표시소자의 주요부의 확대평면도를 나타낸 것이다. 이 액정표시소자는 1개의 화

소를 구성하는 R, G, B용의 3개의 화소전극(67)이 이등변삼각형의 각 정점에 대응하는 위치에 배치되고, 주사선(55)

이 인접하는 상하의 화소전극(67)간에서 행방향으로 직선상으로 배치되며, 신호선(52)이 인접하는 좌우의 화소전극(

67)간 및 인접하는 상하의 화소전극(67)간에서 열방향으로 사행하여 배치되어 있다.

신호선(62)의 박막트랜지스터(64)와 대향하는 측의 단틀은 열방향으로 연장되는 직선상으로 되어 있으며, 해당 직선

상의 단틀부는 드레인전극(61)을 겸하고 있다. 그리고 박막트랜지스터(64)의 게이트전극(54), 드레인전극(61) 및 소

스전극(63)의 배치방향, 즉 채널길이방향은 행방향으로 되어 있다. 게이트전극(54)은 열방향의 길이가 행방향의 길이

보다도 큰 직사각형상을 이루어 주사선(55)으로부터 돌출되어 있다. 소스전극(63)은 채널보호막(58)상에서 드레인전

극(61)에 대향하여 형성되고, 주사선(55)을 따라서 연장돌출되어 화소전극(67)에 접속되어 있다. 또 박막트랜지스터(

64)의 채널보호막(58)의 채널길이방향의 양단틀(프런트에지 및 리어에지) 및 채널폭방향의 화소전극(67)에 인접하는

단부(사이드에지)는 게이트전극(54)에 자기정합하여 형성된 것으로, 채널보호막(58)의 채널길이방향의 양단틀(프런

트에지 및 리어에지)은 게이트전극(54)의 동 방향의 양단틀보다도 A값만큼 내측에 위치하고, 채널보호막(58)의 채널

폭방향의 틀부(사이드에지)는 게이트전극(54)의 틀부보다도 B값만큼 내측에 위치해 있다.

화소전극(67)의 상변부하(上邊部下)에는 보조용량라인(71)이 행방향으로 직 선상으로 배치되어 있다. 보조용량라인(

71)은 화소전극(67)측을 향하여 연장되는 한쌍의 보조용량전극(72)을 갖고, 해당 보조용량전극(72)은 좌측의 화소전

극(67)의 우변부의 일부, 우측의 화소전극(67)의 좌변부의 일부 및 그 사이에 배치된 신호선(62)의 하측에 배치되어 

있다. 또 신호선(62) 중 주사선(55)과 교차하는 부분, 보조용량전극(72)의 선단부와 서로 겹쳐진 부분 및 박막트랜지

스터(64)의 근처에 위치하는 부분은 다른 부분보다도 약간 폭넓게 되어 있다. 바꾸어 말하면 신호선(62)의 열방향으

로 연장돌출되어 있는 중간부분(62a)은 폭좁게 형성되어 있다. 이것은 신호선(62)에 의해 차광되는 영역을 작게 하여

개구율을 향상하기 위함이다. 그러나 주사선(55)과의 교차부분 및 보조용량전극(72)에 올라앉는 단차부에서는 단끊

김을 방지하기 위해 폭넓게 하고 있는 것이다. 또 박막트랜지스터(64)의 채널보호막(58)의 드레인전극(61)측의 좌단
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틀은 상기한 신호선(62)의 폭좁게 형성된 중간부분(62a)의 단틀보다도 내측에 위치하도록 주사선(55)에 겹쳐서 배치

되어 있다. 이것도 박막트랜지스터(64)의 위치를 가능한 한 주사선(55)측에 가깝게 함으로써 개구율을 향상하기 위함

이다. 여기에서 신호선(62)의 중간부분(62a)의 길이는 도면의 형편상 실제보다도 훨씬 짧게 도시되어 있는 것을 유의

했으면 한다. 도 1에 있어서의 이점쇄선 “69”는 블랙매트릭스이다.

다음으로 이 액정표시소자의 일부의 구체적인 구조에 대하여 도 6의 Ⅵ-Ⅵ선을 따르는 확대단면도인 도 7을 참조하

여 설명한다. 유리기판(51)의 상면의 소정 장소에는 게이트전극(54)을 포함하는 주사선(55)이 설치되고, 유리기판(5

1)의 상면의 다른 소정 장소에는 보조용량전극(72)을 포함하는 보조용량라인(71)이 설치되 며, 그 상면 전체에는 질

화실리콘 등으로 이루어지는 게이트절연막(56)이 설치되어 있다. 게이트전극(54)상에 있어서의 게이트절연막(56)의 

상면의 소정 장소에는 진성 어몰퍼스실리콘으로 이루어지는 반도체박막(57)이 설치되어 있다. 반도체박막(57)의 상

면의 소정 장소에는 질화실리콘 등으로 이루어지는 채널보호막(58)이 설치되어 있다. 채널보호막(58)의 상면의 채널

길이방향 양측 및 그 양측에 있어서의 반도체박막(57) 상면에는 n형 어몰퍼스실리콘으로 이루어지는 오믹콘택트층(5

9, 60)이 설치되어 있다.

한쪽의 오믹콘택트층(59)의 상면 및 게이트절연막(56)의 상면의 소정 장소에는 드레인전극(61)을 포함하는 신호선(6

2)이 설치되고, 다른쪽의 오믹콘택트층(60)의 상면에는 소스전극(63)이 설치되며, 그 상면 전체에는 질화실리콘 등으

로 이루어지는 오버코트막(66)이 설치되어 있다. 오버코트막(66)의 소스전극(63)의 소정 장소에 대응하는 부분에는 

콘택트홀(68)이 설치되어 있다. 오버코트막(66)의 상면의 소정 장소에는 화소전극(67)이 콘택트홀(68)을 통하여 소

스전극(63)에 접속되어 설치되어 있다. 여기에서 게이트전극(54), 게이트절연막(56), 반도체박막(57), 채널보호막(58

), 오믹콘택트층(59, 60), 드레인전극(61) 및 소스전극(63)에 의해 박막트랜지스터(64)가 구성되어 있다.

다음으로 이 액정표시소자의 일부의 제조방법에 대하여 도 8∼도 12를 차례로 참조해서 설명한다. 우선 도 8에 나타

내는 바와 같이 유리기판(51)의 상면의 소정 장소에 게이트전극(54)을 포함하는 주사선(55)을 형성하는 동시에, 유리

기판(51)의 상면의 다른 소정의 장소에 보조용량전극(72)을 포함하는 보조용량 라인(71)을 형성한다. 다음으로 주사

선(55) 및 보조용량라인(71)을 포함하는 유리기판(51)의 상면 전체에 질화실리콘 등으로 이루어지는 게이트절연막(5

6), 진성 어몰퍼스실리콘으로 이루어지는 반도체박막(57a) 및 질화실리콘 등으로 이루어지는 채널보호막형성용 막(5

8a)을 연속하여 성막한다.

다음으로 게이트전극(54)상에 있어서의 채널보호막형성용 막(58a)의 상면의 소정 장소에 채널보호막형성용의 포토

레지스트막(81)을, 게이트전극(54)을 마스크로 한 이면노광 및 표면측에 노광마스크를 배치한 표면노광에 의해 형성

한다. 이 경우 포토레지스트막(81)은 게이트전극(54)을 마스크로 한 이면노광, 즉 자기정합에 의해 채널보호막(58)의

A값 및 B값이 적절한 값으로 되는 위치에 형성된다.

다음으로 포토레지스트막(81)을 마스크로 하여 채널보호막형성용 막(58a)을 에칭하면 도 9에 나타내는 바와 같이 포

토레지스트막(81)하에 채널보호막(58)이 형성된다. 제 1 실시예의 경우와 마찬가지로 반도체박막(57)의 막두께가 2

00Å 이상 400Å 미만인 경우 채널보호막(58)은 A값이 0. 2∼1. 2㎛, B값이 1∼2㎛로 하도록 형성되는 것이 바람직

하다. 그러나 이 실시예의 경우는 이면노광에 의해 A값 및 B값을 함께 동일한 값으로 설정하는 것이 가능하며, 그 경

우 1∼1. 2㎛가 가장 바람직한데, 0. 5㎛∼1. 5㎛로 해도 충분히 특성을 만족할 수 있다. 채널보호막(58)의 B값을 정

하는 틀부(사이드에지)와 대향하는 측의 틀부(사이드에지)의 위치는 표면노광에 의해 위치결정된다. 다음으로 포토레

지스트막(81)을 박리한다.

다음으로 도 10에 나타내는 바와 같이 채널보호막(58)을 포함하는 반도체박막(57a)의 상면 전체에 n형 어몰퍼스실리

콘으로 이루어지는 오믹콘택트층(65) 및 크롬 등으로 이루어지는 금속막(63a)을 연속하여 성막한다. 다음으로 금속

막(63a)의 상면의 각 소정 장소에 포토레지스트막(82, 83)을 형성한다. 이 경우 포토레지스트막(82)은 드레인전극(6

1)을 포함하는 신호선(62)을 형성하기 위한 것이며, 포토레지스트막(83)은 소스전극(63)을 형성하기 위한 것이다. 다

음으로 포토레지스트막(82, 83)을 마스크로 하여 금속막(63a)을 웨트에칭하면 도 11에 나타내는 바와 같이 포토레지

스트막(82)하에 드레인전극(61)을 포함하는 신호선(62)이 형성되고, 포토레지스트막(83)하에 소스전극(63)이 형성

된다.

여기에서 도 6에 나타내는 바와 같이 박막트랜지스터(64)의 게이트전극(54), 드레인전극(61) 및 소스전극(63)의 배

치방향, 즉 채널길이방향을 행방향으로 하고 있기 때문에 소스전극(63)과 그 근처의 드레인전극(61)을 포함하는 신호

선(62)의 사이의 홈의 형상은 신호선(62)의 배치방향과 같은 방향인 열방향으로 연장되는 직선상으로 되어 있다. 이 

때문에 드레인전극(61) 및 소스전극(63)상에 형성된 포토레지스트막(82, 83)간의 홈의 형상도 신호선(62)의 배치방

향과 같은 방향인 열방향으로 연장되는 직선상으로 되어 있다. 이 결과 포토레지스트막(82, 83)을 마스크로 하여 금

속막(63a)을 웨트에칭할 때 에칭액이 해당 홈내에 체류하기 어려워지고, 드레인전극(61)을 포함하는 신호선(62)과 

소스전극(63)의 사이에 가공불량에 기인하는 쇼트가 발생하기 어렵도록 할 수 있다. 이 경우 채널길이, 즉 드레인전극

(61)과 소스전극(63)의 간격을 어느 정도 크게 하면 에칭액이 해당 홈내에 더한층 체류하기 어렵도록 할 수 있다.

다음으로 포토레지스트막(82, 83), 드레인전극(61) 및 소스전극(63) 등을 마 스크로 하여 오믹콘택트층(65) 및 반도

체박막(57a)을 드라이에칭하면 도 12에 나타내는 바와 같이 드레인전극(61)하에 한쪽의 오믹콘택트층(59)이 형성되

고, 소스전극(63)하에 다른쪽의 오믹콘택트층(60)이 형성된다. 또 양 오믹콘택트층(59, 60)하 및 채널보호막(58)하에

반도체박막(57)이 형성된다. 다음으로 포토레지스트막(82, 83)을 박리한다.

다음으로 도 7에 나타내는 바와 같이 박막트랜지스터(64) 등을 포함하는 게이트절연막(56)의 상면 전체에 질화실리

콘으로 이루어지는 오버코트막(66)을 성막한다. 다음으로 오버코트막(66)의 소스전극(63)의 소정 장소에 대응하는 

부분에 콘택트홀(68)을 형성한다. 다음으로 오버코트막(66)의 상면의 소정 장소에 화소전극(67)을 콘택트홀(68)을 

통하여 소스전극(63)에 접속시켜서 형성한다.
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또한 제 2 실시예의 구조는 리크전류의 저감과는 관계 없이 독립하여 적용할 수 있는 것이며, 바꾸어 말하면 반도체

박막의 막두께나 채널길이방향에 있어서의 게이트전극의 틀부와 채널보호막의 틀부의 간격(A)값을 종래와 같이 한 

것이어도 드레인전극과 소스전극의 사이에 가공불량에 기인하는 쇼트를 방지한다는 효과를 이룰 수 있다. 또 상기 실

시형태에서는 본 발명을 델타배열의 액정표시소자에 적용한 경우에 대하여 설명했지만, 이에 한정되지 않고 스트라

이프배열 등의 다른 배열의 액정표시소자에도 적용할 수 있다. 또 상기 실시형태에서는 화소전극을 박막트랜지스터를

덮는 오버코트막상에 형성한 구조인데, 화소전극을 게이트절연막상에 형성하고, 오버코트막으로 박막트랜지스터 및 

화소전극을 피복하는 구조의 경우에도 적용 가능하다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따르면, 반도체박막의 막두께를 200 이상 400Å 미만(특히 바람직하게는 200∼35

0Å 정도)으로 하고, 채널길이방향에 있어서의 게이트전극의 에지와 채널보호막의 에지의 간격을 0. 2∼1. 2㎛ 정도

로 함으로써 박막트랜지스터의 ON전류에 거의 영향을 주지 않고 박막트랜지스터의 광조사에 의한 리크전류를 저감

할 수 있으며, 나아가서는 박막트랜지스터의 OFF특성이 향상하여 표시품위를 좋게 할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
투명한 도전재료로 이루어지는 화소전극(17, 67); 및

차광성의 도전성 재료로 이루어지고, 프런트에지, 리어에지 및 한쌍의 사이드에지를 갖는 게이트전극(4, 54), 게이트

절연막(6, 56), 반도체박막(7, 57), 드레인전극(11, 61), 소스전극(13, 63) 및 상기 반도체박막(7, 57)상에 형성된, 상

기 게이트전극(5, 54)보다 한 단계 작은 사이즈의 채널보호막(8, 58)을 갖는 박막트랜지스터(14, 64)를 포함하고,

상기 반도체박막(7, 57)의 막두께가 200Å 이상 400Å 미만이고, 상기 화소전극(17, 67)은 상기 게이트전극(4, 54)

의 프런트에지 및 사이드에지의 한쪽과 인접하는 에지를 갖고, 상기 소스전극(13, 63)은 상기 게이트전극(4, 54)의 프

런트에지를 넘어서 인출되어 상기 화소전극(17, 67)에 접속되어 있으며, 상기 채널보호막(8, 58)은 상기 게이트전극(

4, 54)의 프런트에지에 대향하는 프런트에지를 갖고, 상기 게이트전극(4, 54)의 프런트에지와 상기 채널보호막의 프

런트에지의 간격은 0. 2∼1. 2㎛로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 반도체박막(7, 57)의 막두께가 200Å 이상 350Å 이하인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 게이트전극(4, 54)의 프런트에지와 상기 채널보호막(8, 58)의 프런트에지의 간격은 0. 5∼1. 2㎛인 것을 특징으

로 하는 액정표시소자.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 채널보호막(8, 58)은 상기 화소전극(17, 67)에 인접하는 상기 게이트전극(4, 54)의 사이드에지에 대향하는 사이

드에지를 갖고, 상기 게이트전극(4, 54)의 사이드에지와 상기 채널보호막(8, 58)의 사이드에지의 간격은 1∼2㎛인 것

을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 5.
제 1 항에 있어서,

상기 채널보호막(8, 58)은 각각 상기 게이트전극(4, 54)의 프런트에지 및 상기 화소전극(17, 67)에 인접하여 위치하

는 상기 게이트전극(4, 54)의 사이드에지에 대향하는 프런트에지 및 사이드에지를 갖고, 상기 게이트전극(4, 54)의 

프런트에지와 상기 채널보호막(8, 58)의 프런트에지의 간격 및 상기 게이트전극(4, 54)의 사이드에지와 상기 채널보

호막(8, 58)의 사이드에지의 간격은 0. 5∼1. 5㎛인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 6.
제 5 항에 있어서,

상기 게이트전극(4, 54)의 프런트에지와 상기 채널보호막(8, 58)의 프런트에 지의 간격 및 상기 게이트전극(4, 54)의 

사이드에지와 상기 채널보호막(8, 58)의 사이드에지의 간격은 실질적으로 동일한 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 7.
제 1 항에 있어서,

상기 액정표시소자는 상기 게이트전극(4, 54) 및 상기 화소전극(17, 67)의 에지를 덮는 블랙마스크(19, 69)를 갖는 

것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 8.
제 1 항에 있어서,

상기 게이트전극(54)은 주사선(55)에 접속되고, 상기 드레인전극(61)은 상기 주사선(55)에 직교하는 방향에 형성된 

신호선(62)의 일부로서 형성되고, 상기 소스전극(63)은 상기 드레인전극(61)에 대향하여 상기 주사선(55)을 따라서 

형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.
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청구항 9.
제 8 항에 있어서,

상기 채널보호막(58)은 각각 상기 게이트전극(54)의 프런트에지 및 상기 화소전극(67)에 인접하여 위치하는 상기 게

이트전극(54)의 사이드에지에 대향하는 프런트에지 및 사이드에지를 갖고, 상기 게이트전극(54)의 프런트에지와 상

기 채널보호막(58)의 프런트에지의 간격 및 상기 게이트전극(54)의 사이드에지와 상기 채널보호막(58)의 사이드에지

의 간격은 0. 5∼1. 5㎛인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 10.
제 8 항에 있어서,

상기 액정표시소자는 상기 주사선(55)과 대향하여 형성되고, 한쌍의 보조용량전극(72)을 갖는 보조용량라인(71)을 

갖고, 상기 신호선은 상기 보조용량전극에 대향하는 영역내에 다른 부분보다 폭좁게 형성된 중간부분(62a)을 갖는 것

을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 11.
제 10 항에 있어서,

상기 화소전극(67)은 상기 신호선(62)의 중간부분(62a)에 대향하는 부분이 다른 부분보다 폭넓게 형성되어 있는 것

을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 12.
제 8 항에 있어서,

상기 액정표시소자는 적어도 상기 게이트전극(54) 및 상기 화소전극(67)의 에지를 덮는 블랙마스크(69)를 갖는 것을 

특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 13.
삭제

청구항 14.
삭제

청구항 15.
삭제

청구항 16.
삭제

청구항 17.
삭제
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专利名称(译) 液晶显示元件

公开(公告)号 KR100449587B1 公开(公告)日 2004-09-21

申请号 KR1020010040216 申请日 2001-07-06

[标]申请(专利权)人(译) 卡西欧计算机株式会社
西伯利亚有限公司计算关键财富

申请(专利权)人(译) 计算关键是否西伯利亚有限公司

当前申请(专利权)人(译) 计算关键是否西伯利亚有限公司

[标]发明人 WATANABE HITOSHI
와타나베히토시
SHIMOMAKI SHINICHI
시모마키신이치
NAKAMURA YAYOI
나카무라야요이

发明人 와타나베히토시
시모마키신이치
나카무라야요이

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/136 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/13624 G02F1/1368

代理人(译) 孙某EUN JIN

优先权 2000206758 2000-07-07 JP
2000289987 2000-09-25 JP

其他公开文献 KR1020020005459A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

根据本发明，形成的沟道保护膜的面积略小于由屏蔽金属膜形成的栅电
极。形成半导体薄膜，使得厚度设定为不小于200埃且小于400埃。栅电
极的沟道长度方向的边缘与沟道保护膜的边缘之间的距离A设定为约0.2-
1.2μm，并且沟道宽度方向上的栅电极的边缘与边缘之间的距离B通道保
护膜的厚度约为1-2毫安。利用这种结构，可以减少由于光照射引起的薄
膜晶体管的漏电流。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b5ba87be-c288-4142-9f8c-3ccc6e7f458e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026595601/publication/KR100449587B1?q=KR100449587B1

